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Abstract of DE1 0044764 

The arrangement has a nozzle device with a 
plasma gas conducting nozzle body of 
electrically conducting material in which an 
electrode subjected to an electrical supply is 
mounted and which has a nozzle opening 
directed towards the workpiece via which a 
plasma jet flows. The nozzle opening has a 
high temperature resistant surface (8) with 
electrical conducting properties at least near 
the plasma jet outlet. 
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Die folgendan Angaben sind den vom Anmelder eingareichten Untarlagen antnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<§) Vorrichtungzum PlasmaschweiBen und/oder Plasmaschneiden 
(§) Die Erfindung betrrfft eine Vorrichtung zum Plasmasch- 
weiBen und/oder Plasmaschneiden mit einer Dusenein- 

richtung (1), welche etnen ein Plasmagas (P) fuhrenden 

Dusenkorper (3) aus elektrisch leitendem Material auf- 

weist, in dem eine von einer elektrischen Energiequelle 

(6) beaufschlagte Elektrode (2) angeordnet ist und die 

eine zum Werkstuck (5) gerichtete Dusenoffnung (4) auf- 

weist, durch die der Plasmastrahl hindurchstromt. Urn ein 

Zusetzen der Dusenoffnung zu verhindern ist vorgese- 

hen, daS die Dusenoffnung (4) mindestens im Bereich des 

Plasmastrahlaustrittes eine hochtemperaturbestandige * 

Oberflache (8) mit elektrisch isolierenden Eigenschaften 

aufweist. 



< 

s 

o 
o 

Hi 

o 




BUNDESDRUCKEREI 0Z02 102 140/290/1 



13 



DE 100 44 764 Al 

l 2 

Besdireiburig [0011] Als weitere Alternative ist vorgesehen, daB das 

hochtemperaturbestandige Material e des Dflsenkorpers Gra- 
[0001] Die Erfindung betriffl eine Vorrichtung zum Plas- phit ist, welchem insbesondere ein AnteU Kupfer bdge- 
maschweiBen und/oder Plasmaschneiden mit einer Diisen- mischt werden kann. . ' , 

einrichtung, welche einen ein Plasmagas fuhrenden Dflseih 5 [0012] Die Energiequelle zm Beaufschlagung der Bek- 
kOrper aus elektrisch leitendem Material aufweist, in dem trade kann entweder eine Glachspannungsquelle oder eine 
eine von einer elektriscben Energiequelle beaufschlagte WecbselspannungsqueUe sein. Him ergeben ach je nacb 
Elektrode angeordnet ist und die eine zum Werkstflck ge- Anwendungsfall optimierte ProzeBbedingungen. 
ricbtete Dusenoffnung aufweist, durcb die der Plasmastrahl [0013] Eine bevorzugte Auswhrungsform der Erfindung 
hindurchstromt 10 siebt femer vor, daB eine weitere EnergiequeUe vorgesehen 

[0002] Eine Vorrichtung dicscr Art ist bckannt aus dem ist zur Erzcugung cincs Pilotlichtbogcns, wclchcr zwischen 
Fachaufsatz "Alu-PlasmaschweiBen: Gleich- oder Wechsel- der Elektrade und dem Diisenkorper ausgebildet ist und zur 
strom?" Dieter Dzelnitzki, Technica 10/2000, Seite 44 bis Zflndung des Prozesses dient 

53, Technica VedagsAG, Rupperswil, 49. Jahrgang. [0014] Die Erfindung wird im folgenden anhand einer 

(00031 Die Technologie des Plasma-lichtbogenschwei- 15 Zeichnung naher erlautert .... 
Bens hat sich aus dem Wolfram-InertgasschweiBen (WIG) 10015] Dabei zeigen fur em AusfuhrungsbeispieL ; 
entwickelt Wahrend beim WLG-SchweiBen der Lichtbogen [0016] Fig. 1 eine Schmttzeichnung emer Duseneinnch- 
zwischen einer nicht abschmelzenden Wolfram-Elektrode tung zumPlasmaschweiBen und/oder Plasmaschneiden, wie 

und dem Werkstflck frei brennt wird er beim Plasmaschwei- sie aus dem Stand der Jechnik bekannt ist, 

Ben durch eine Dflse und einen Gasstrom zusfltzlich einge- 20 [0017] Fig. 2 einen Schnitt durch den DOsenkflrper der in 
schnurLDerPlasma-GasstromistaufgrundderhohenLicht- Fig. 1 dargestellten Vomchomg. . 
bogen-Temperatur Weitgehend ionisiert und weist eine [0018] Fig. 1 zeigt erne Duseneinnchtung 1 zu, : Eta* 
groBe Anzahl an elektrischen Ladungstragem auf. Nach gung eines Plasmastrahls welche nut ihrer Dusenoffnung 4 
demDurchtrittdurchdieDusenofibungmiteinersehrhohen auf ein Werkstflck 5 genchtet ist. Die Duseneinnchtung 1 
Gcschwindigkcit trifft der Plasmastrahl in Form cincr schr 25 besteht im wcscntlichcn aus cincm Duscnkorpcr 3 wclchcr 
energiereichen Lichtbogensaule auf das Werkstflck auf, wo- aus einer Quelle mit einem Plasmagas P beaufscblagbar ist 
bei das eingeschnflrte Plasma zwischen der Wolfram-Elek- Der Dflsenkflrper 3 ist aus eine* leitfahigen Material gebil- 
trode und dem Werkstflck flber eine sehr hohe Energiedichte det Die Stromungsricbtung des Plasmagases ist durch die 
verfugt Die Vorteile des Plasma-Uchtbogenverfahrens be- Pfeile im Innenraum des Dflsenkorpers 3 gekennzeichnet. 
stehen bescehen in einer geringen Strahldivergenz, so daB 30 Innerbalb des Dflsenkorpers 3 ist ebenfalls erne Wolfram- 
das Schmelzbad klein bleibt, die WarmeeinfluBzonen Elektrode 2 angeordnet, welche von emer elektmchen Ener- 
schmal sind und der Verzug gering gehalten werden kann. giequeUe 6 mit einer elektrischen Spannung beaufschlagt 
[0004] Ein Problem beim PlasmaschweiBen bzw. Plas- ist, wobei der andere Pol der elektrischen Energiequelle nut 
maschneiden besteht darin, daB sich im Bereich der Aus- dem WerkstOck 5 verbunden ist . 
trittsSffliung des Plasmastrahls Abdampfungen des Elektro- 35 [0019] Die Elektrode 2 mttndet mit ihrerSpitze in den Be- 
denmaterials, UbUcherweise Wolfram, auf der Unterseite der reich der Diisenoffnung 4 des Dusenkorpers 3. 
Dflsenoffiiung undinderOffnungselbstabsetzen, sodaBim [0020] DerDflseiiorr^SistvoneinerSchutzgaskammer 
Laufe der Zeit ein Zusetzen der Offnung erfolgen kann. 7 umgeben, in die von auBen Schutzgas S eingeleitet wird. 

[0005] Der Erfindung licgt davon ausgchend die Aufgabc Das Schutzgas S bestcht aus Argon, Helium oder cincm Gc- 
zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art da- 40 misch der Bestandteile. Auch das Plasmagas besteht aus Ar- 
hingehend weiterzuentwickeln, daB ein Zusetzen der Diisen- gon, Helium oder einem geeigneten Gemisch der Bestanc}- 
offhung verbindert werden solL teile. > . 

[0006] DieseAufgabewirderfindungsgemaBdadurcbge- [0021] Daruber hinaus ist eine weitere Energiequelle yor- 
' lost, daB die Dttsenoffnung mindestens im Bereich des Plas- gesehen, die als GleichspannungsqueUe zwischen der Elek- 
mastrahlaustrittes eine hochtemperaturbestandige Oberfia- 45 trade 2 und dem DOsenkorper 3 angeordnet ist Diese dient 
che mit elektrisch isolierenden Eigenschaften aufweist zur Eraeugung eines Pilotlichtbogens, mittels dessen der 

[0007] Durch die hochtemperaturbestandige elektrisch Plasmalichtbogen im Inneren des Dusenkorpers 3 gezflndet 
isolierende Auslegung der Oberflache der Dflsenaffhung wird. 

wird die Neignng des Absetzens von Elektrodenmaterial [0022] Nach dem ZUnden des Lichtbogens der Elektrode 2 
durch die in diesen Bereichen veiringerte metallische Leit- 50 und der Beaufschlagung durch das Plasmagas P wird der 
fahigkeit wirksam herabgesetzt. Die fur das Plasmaschwei- durch die Dusenoffnung 4 auf das Werkstuck 5 genchtete 
Ben bzw. Plasmaschneiden erforderlichen leitfahigen Eigen- Plasmastrahl erzeugt 

schaftcn des Dflsenkorpers blcibcn abcr grundsatzlich crhal- [0023] Fig. 2 zeigt als einen Ausschmtt aus Fjg. 1 den Du- 
ten und werden in vorteilhafter Weise mit den Hochtempera- senkoiper 3, welcher aus dem Grundmatenal Kupfer be- 
turdgenschaften des verwendeten Oberflachenmaterials 55 steht Im Bereich der Diisenoffnung, also dem Austnttsbe- 
kombiniert Dariiber hinaus erhoht sich durch die Hochtem- reich des Plasmastrahls, ist der Diisenkorper 3 mit einer 
peraturkeramik die VerschleiBfestigkeit und damit die Le- . hochtemperaturbestandigen Keramik 8 beschichtet Die Be- 
bensdauer der Diiseneinrichtung. schichtung erstreckt sich dabei sowohl entiang des eigentU- 

[0008] Bevorragte Ausfiihrangsfornien der Erfindung chen Offnungsbereiches als auch bis hin in die Nachbartie- 
sind in den Unteranspriichen gekennzeichnet. 60 reiche, wie dies durch die ausgefullten Linien dargesteUi ist 

[0009] Dabd ist eine erste bevorzugte Ausfflbningsform, Durch die bescbriebene Keramikbeschichtung wird eireicbt 
d->B der DOsenkorper aus einer ldtenden -Keramik besteht daB sich keine Abdampfungen, insbesondere aus Wolfram, 
Diese kann vorzugswdse noch mil einer zusatzlichen Kup- auf der Unterseite der AustriusoOtaung und in der OfTnung 
ferbeschichtungversehensein. selbst absetzen. Auch solche Abdanipfungen, die vom 

[0010] Die Alternative hierzu besteht darin, daB der D0-' 65 Werkstflck stammen, z. B. Zink, setzen sich dabei mcht im 
senkorper aus Kupfer besteht, wbbei der DflsenkorpH im Bereich der DflsenSffnung ab. 

Bereich der Plasmastrahlaustrittsoffnung mit einem Kera- [0024] Im Inneren des Dflsenkorpers 3 ist die hochtempe- 
mikmaterial beschichtet ist' raturbestandigeBeschichtung jedoch soweit ausgespart, daB 
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der Pilotlichtbbgen unbeeinfluBt bleibt 
[0025] Als Alternative zu der in Kg. 2 dargestellten Kera- 
mikbeschichtung des aus Kupfer gebildeten Dusenkorpers 3 
kann vorgesehen sein f daB der Diisenkorper massiv aus lei- 
tender Keramik hergestellt ist Er kann vorteilhafterweise 5 
noch eine zusatzliche Kupferbeschichtung in den nicht 
hochtemperaturbeeinfluB ten Bereichen tragen. 
[0026] Weiter altemativ kann auch vorgesehen sein, daB 
der Diisenkorper aus Graphit besteht welches ebenfalls ei- 
nerseits leitend und andererseits hochtemperaturbestandig 10 
ist Jc nach Lcitfahigkcitsanfordcrungcn kann dcm Graphit 
noch Kupfer beigemischt werden. 

Patentanspriiche 

1. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden mit einer Duseneinrichtung (1), welche 
einen ein Plasmagas (?) fiihrenden Diisenkorper (3) 
aus elektrisch leitendern Material aufweist in dem eine 
von einer elektrischen Energiequelle (6) beaufschlagte 20 
Elektrode (2) angeordnet ist und die eine zum Werk- 
stuck (5) gerichtete Dusenoffnung (4) aufweist durch 
die der Plasmastrahl hindurchstromt, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Diisenoffhung (4) mindestens 
im Bcrcich des Plasmastrahlaustrittcs cdnc hochtcrnpo- 25 
raturbestandige Oberflache (8) mit elektrisch isolieren- 
den Eigenschaften aufweist 

2. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net daB der Dusenkoiper (3) aus einem leitende 30 
mikmaterial gebildet ist. 

3. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach Anspruch 2, dadurch gekennzeicb- 
net, daB der DUsenkGrper (3) aus einem Keramikmate- 
rial besteht, welches durch metallischen Zusatz, insbe- 35 
sondere Kupfer, leitfahige Eigenschaften erhalt. 

4. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschrieiden nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zcichnct, daB der aus lcitcndcm Kcramikmatcrial bc- 
stehende Diisenkorper (3) zumindest teilweise eine me- 40 
tallische Beschichtung, insbesondere aus Kupfer, tragL 

5. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Diisenkorper (3) aus Graphit gebildet 
ist ^ 45 

6. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Graphit einen metallischen Zusatz, insbe- 
sondere Kupfer, enthalt 

7. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 50 
maschneiden nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Diisenkorper (3) aus Kupfer besteht und im 
Bcrcich der Dusenoffnung (4) mit Keramik bcschichtct 
ist 

8. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 55 
maschneiden nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Elektrode (2) 
eine Wolfram-Elektrode ist 

9. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach einem der vorhergehenden Anspru- 60 
che, dadurch gekennzeichnet daB die Energiequelle (6) 
eine Gleichspannungsquelle ist 

10. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet daB die Energiequelle (6) 65 
eine Wechselspanriungsquelle ist 

11. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach einem der vorhergehenden AnspriJ- 
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che, dadurch gekennzeichnet daB eine weitere- Ener- 
giequelle (8) vorgesehen ist, mittels der zwischen der 
Elektrode (2) und Diisenkorper (3) ein Rlotlichtbogen 
erzeugbar ist 

12. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
rnaschneiden nach einem der vorhergehenden AnsprO- 
che, dadurch gekennzeichnet daB der DQsenkorper (3) 
von einer ein Schutzgas (S) fuhrenden Schutzgaskam- 
mer (7) umgeben ist 

13. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschnciden nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Schutzgas (S) Argon, Helium oder ein Ge- 
misch beider Gase ist 

14. Vorrichtung zum PlasmaschweiBen und/oder Plas- 
maschneiden nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet daB das Plasmagas <P) 
Argon oder Helium oder ein Gemisch beider Gase ist. 
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